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(57) Пристрій для вибухової обробки пласта, який
містить циліндричний корпус, в якому розташова-
на циліндрична герметична капсула, який
відрізняється тим, що зовнішня бічна поверхня
капсули покрита шаром вибухової речовини

Винахід відноситься до засобів обробки плас-
та і призначений для збудження видобувних свер-
дловин

Найбільш близьким технічним вирішенням до
заявленого є пристрій для обробки пласта, який
містить герметичну капсулу з циліндричним корпу-
сом, виготовленим з матеріалу, який руйнується за
допомогою підривання відрізка детонуючого шну-
ра, закріпленого вздовж корпусу [1] Недоліком
пристрою є те, що обробка пласта пов'язується
лише із депресійним впливом на пласт, а дія вибу-
хових хвиль на пласт не суттєва, що не сприяє
створенню штучної тріщинуватості в колекторі

Завданням, на вирішення якого направлений
винахід, є створення пристрою для вибухової об-
робки пласта, де дія вибухових хвиль на пласт є
домінуючою, порівняно з депресійним впливом на
пласт

Очікуваним від застосування пристрою техніч-
ним результатом є підвищення проникності породи
в привибійній зоні пласта

Для досягнення технічного результату від за-
стосування пристрою в циліндричному корпусі
розміщують циліндричну герметичну капсулу, зов-
нішня бічна поверхня якої покрита шаром вибухо-
вої речовини

Винахід проілюстрований кресленням - фіг
Пристрій для вибухової обробки пласта скла-

дається із циліндричного алюмінієвого корпусу 8, в
якому розміщується циліндрична герметична кап-
сула 5, зовнішня бічна поверхня 6 якої покрита
шаром вибухової речовини 7 Тиск газу в капсулі
рівний атмосферному

Товщина шару вибухової речовини визнача-
ється із виразу [2]

5 = М/(2тггігсрр,

де М - необхідна маса вибухової речовини, h

- висота циліндричної капсули, гс
= (R + r)/2 -

вибухової
'ер

середній радіус циліндричного шару
речовини, R і г - ЗОВНІШНІЙ і внутрішній радіуси
шару вибухової речовини, р - густина вибухової
речовини

Здійснення винаходу досягається наступним
чином В свердловину 1 на геофізичному кабелі 2
опускають в рідину 3 пристрій для вибухової обро-
бки пласта 4 Після розміщення пристрою у рідині
в свердловині в інтервалі оброблюваного пласта
підривають заряд При цьому підривання шару
вибухової речовини здійснюють із забезпеченням
симетрії вибухових хвиль, що в подальшому про-
цесі розповсюдження хвиль призводить до їх зітк-
нення на осі циліндричної капсули В результаті
зіткнення амплітуда результуючих хвиль подвою-
ється і в подальшому такі хвилі розповсюджуються
в напрямі від осі циліндричної капсули до пласта
Досягнуте підвищення амплітуди забезпечує більш
потужну вибухову дію на пласт, що супроводжу-
ється наведенням в породі пласта додаткової
штучної тріщинуватості, що сприяє підвищенню
продуктивності оброблюваних свердловин

Досягнення технічного результату від застосу-
вання пристрою обумовлюється завдяки забезпе-
ченню при підриванні шару вибухової речовини
симетрії вибухових хвиль, що дозволяє здійснити
більш потужний вибуховий вплив на продуктивний
пласт з додатковим підвищенням проникності по-
роди пласта в привибійній зоні
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На кресленні (фіг) приведена схема розташу-

вання пристрою для вибухової обробки пласта у
свердловині На кресленні позначено 1
свердловина, 2 - геофізичний кабель, 3 - рідина, 4
- пласт, 5 - циліндрична герметична капсула, 6 -
зовнішня бічна поверхня капсули, 7 - шар вибухо-
вої речовини, 8 - циліндричний корпус

Ця заявка на деклараційний патент України
частково підготовлена в рамках проекту № 1747
Науково-технологічного центру в Україні (НТЦУ)
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